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誘電率にはスピン相関に依存する項があり[1]、誘電率とその磁場依存性(マグネトキャパシタンス)を
測定することによってスピン揺らぎを観測することができる。特に幾何学的にフラストレートしたスピ

ン系に関する有用な情報を得ることが期待される。 
 スピネル型 ZnFe2O4は磁性を担う Fe3+が頂点共有した四面体セルのネットワークを形成する。単結

晶中性子散乱の実験の結果、酸素を介さない方向の第 3近接間が反強磁性的であり、これが 2次元三角
格子を形成する。そのため、幾何学的フラストレーションによって低温においても長距離秩序を示さず、

スピンが揺らいでいるということが報告されている[2]。本研究では ZnFe2O4の単結晶をフラックス法

により作製しマグネトキャパシタンスを測定することによって、そのスピン揺らぎの観測を試みた。 
 誘電率温度依存性を Fig.1に示す。0Tの磁場下においては 30K付近からは誘電率の上昇が、9Kから
は減少が観測された。磁場を印加すると 9K以下の誘電率の
減少が増加に転じた。 
誘電率の磁場依存性を Fig.2 に示す。その結果 10K 以下
においてマグネトキャパシタンスの系統的な増大が観測さ

れた。Fig.3 に 1T の磁場下におけるマグネトキャパシタン
スと M2(T)のプロットを示す。マグネトキャパシタンスの
温度依存性は通常の常磁性体で期待される M2(T)の振る舞
いから逸脱しており、これは反強磁性スピン相関を示唆して

いる。この結果は中性子散乱実験によって観測された低温に

おけるスピン揺らぎの増大という結果とも一致している。    

        Fig.1. ZnFe2O4の各磁場下における 
誘電率の温度依存性    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig2. ZnFe2O4のマグネトキャパシタンス       Fig.3. 1Tにおける ZnFe2O4の    
マグネトキャパシタンスの温度依存性   
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